Eléments de corrections des TD MC-ET2 — IUT GElllders — 2010/2011

1.2  Le hacheur abaisseur de type BUCK
1.2.1 Schéma simplifié

T Vi _ Les lois des mailles du circuit sont :
<A L
NW\—)—' ve=VvVTt —Vp
L

ve=vrt +v_+Vvs

WD ok Qe Lo

La loi des nceuds donne :

Fig. 1.2. Hacheur abaisseur (dessins\hserie7b.dri.~'T *'D

1.2.2 Bilan des grandeurs électriques
Pour tO [0 ; aT], le transistor T est fermé (T ON)| Pour tO [aT ; T], T est ouvert (T OFF).

EA A R
dO Q| & Q)

L'inductance se charge sous Ve — Vs (Ve > Vs).| L'inductance se décharge sous -Vs (-Vs < 0).

ve=+Ve vp =—(ve-vy)=-Ve ve=+Ve Vp =0
{ie=+iL {iDzo {iezo {iD:+iL
v =0 VS=+Vs Vi =ve+vp=Ve [vsS=+Vs
{iT=+iL {is=+iL {iTzo {is=+iL
{YL TRy =+ L {VL _ o Vi =+ L
i, =variable t i, =variable dt

1.2.3 Calculs des grandeurs électriques

Pour to [0 a T], i (t)=1, i + VS Vs

(t-0) etpourtd[a T ; T], iL(t):ILmaX—T(t—aT).

(v ) =1 jv,_(t)mtzé[(Ve—Vs)xaT +(-Vs)x(T-aT)|=aVe+aVs-Vs{i-a)

En régime permanent gv = 0 donc Vs=aVe .

1.2.4 Ondulations du courant et de la tension

_Ve _ Ve _
AIL—LFO((l a) AVs= o [(l-a)

F2

1.2.5 Contraintes sur les interrupteurs

\Y a -
Diode : Ig(av) = (L-a)ds VgrM = Ve Fd= RRMP Fav) _1-a
¢ a
Transistor : ITmaleLmales"'% VT max = Ve Fd= VTma>|<3“Tmax 1
¢ a
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1.3 Le hacheur élévateur de type BOOST
1.3.1 Schéma simplifié

A . Les lois des mailles du circuit sont :
<~ I <
Y'Y\, {>| S ve=v, +
=VL VT
L

N D ve=v_+vp+Vvs

ve C) TT;Z <> vs  |vr=vp+vs

La loi des nceuds donne :

Fig. 1.3. Hacheur élévateur (dessins\boost5b.driy. =T *1p

1.3.2 Bilan des grandeurs électriques

Pour tO [0 ; aT], le transistor T est fermé (T ON)| Pour tO [aT ; T], T est ouvert (T OFF).
V, \Y/
< | < |
L AYYLE N
L L
Y D
ve <> TT;Z ve <> <> VS
L'inductance se charge sous +Ve (Ve >0). L'inductance se décharge sous Ve — Vs (Vs > Ve).
ve=+Ve Vp =V1 -VvsS=-Vs ve=+Ve vp =0
v =0 VS=+Vs Vi =Vg+Vp=Vs [vs=+Vs
v, =ve-v [ V| =Ve-vs-vVv [
- STy =+ di L ' D VL=+|_dL
I, =variable dt i, =variable dt
1.3.3 Calculs des grandeurs électriques
Ve-Vs

(t-aT).

Pourtd[0;a T1, i (t)=1L min +%(t—0) etpourtd[a T;T] i (t)=1 max*

(v ) :%[i]vL(t)mt =%[Ve><o(T +(Ve-Vs)x(T-aT)|=ave+Ve(l-a)-Vs(i-a)

Vs :Vei

En régime permanent gv = 0 donc 1-a

1.3.4 Ondulations du courant et de la tension
Ve Is

Al =—a AVs=—ua
" LR CF
1.3.5 Contraintes sur les interrupteurs
V a
Diode : IE(av) = Is VRrM = VS Fd= RRMP Flav) _q
Transistor : ITmaleLmaX=|—3+ﬂ VT max = VS Fd:VTmax“Tmax: 1

1-a 2 P< 1-a
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Les lois des mailles du circuit sont :

avecvs <0

1.4  Le hacheur inverseur de type BUCK-BOOST
1.4.1 Schéma simplifié
K
% D VerT —Vp tVvs
QT E Qe

) VL =—Vp +VS

[

- La loi des nceuds donne :

Fig. 1.4. Hacheur inverseur & stockage inductif .

(dessins\hinverlb.drw).

1.4.2 Bilan des grandeurs électriques
Pour t0 [0 ; aT], le transistor T est fermé (T ON)

ve(

L'inductance se charge sous +Ve, avec Ve >0.

ve=+Ve Vp =vs—v  =Vs-Ve
ie=+i_ ip=0
v =0 vVs=+Vs
i =+ is=0
{VL =ve-vy =Ve di,
. . VL = — L
i, =variable

1.4.3 Calculs des grandeurs électriques

i =it +ip avecIs < 0.

Pour tO [aT ; T], T est ouvert (T OFF).

L'inductance se décharge sous +Vs, avec Vs < 0.

ve=+Ve Vp =0

{iezo {iD=+iL
vy =ve-v  =Ve-Vs [vs=+Vs

{iTzo {isz—iL

{YL=VS—-VD:VS<O vL=+Lﬂ
i, =variable

Vs

Pourtd[0;a T1, i (t)=1L min +%(t—0) etpourtd[a T;T], iL(t)zleax"‘T(t_aT)-

(v,) =1 IVL(t)mt=£[VeXO(T+VS><(T—O(T)] =aVe+Vs(l-a)
T T
[7]
a
En régime permanent gv = 0 donc Vs=-Ve 1-a |
1.4.4 Ondulations du courant et de la tension
Ve Is
Al =— -
L LF (of AVs CFG

1.4.5 Contraintes sur les interrupteurs

Vierv O
Diode : IF(av) =1s VirrM =Ve-Vs Fdz—RRMP Flav) - 1
< a
, Is Al V [l 1
Transistor : | =1 =— +—L v —Ve-Vs  Fd=_Tmax Tmax -
Tmax L max 1-a 2 Tmax Ps 0((1—(])
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1.5 L’alimentation a découpage type FLYBACK

1.5.1 Schéma simplifié

vh Les lois des mailles du circuit sont :

n; n- .
1 o S Ve =4 d@spire
D l ve-vy—v1 =0 1= Gt
A C RM s _ et avec
- L‘J s |vatvs+vp =0 _ despire
Vo =+Ny
dt
2 =2 _va(t)
n vit)
La loi des nceuds donne :
Fig. 1.5. Schéma de principe de l'alimentation . . . o o
FLYBACK (dessins\flyback1.drw). Ip =lc tis avecle=1y =it etiz =Ip.

1.5.2 Bilan des grandeurs électriques
Pour tO [0 ; aT], le transistor T est fermé (T ON). Pour t0 [aT ; T], T est ouvert (T OFF).

Y YD

> B — S
y ® l A e D J-
Ly Vs L, C

O - w( e 1"

L'inductance L se charge sous +Ve, avec Ve >0.| L'inductance kL se décharge sous -Vs, avec Vs > 0.

ve=+Ve Vp =VvsS—Vy =Vs—-mVe ve=+Ve vp =0
ie:+i1 iD:O ie=0 iD=i2
= =+

YT O. YS Vs VT :ve—v1:Ve+E VsS=+Vs

IT =+ is=0 m s =i
{vl =ve-v, = Ve {vz =mv, =mVe it =0 2

iy = variable ip=0 n=- _f v, =-Vs

diy dPspire . i, = variable

Vi=+tLi—=+n——— i1=0

1 175t 14t 1 o

Vo =+, 202 = pire
2 2 at

1.5.3 Calculs des grandeurs électriques

Pourtd[0;a T], il(t): l1min +%(t—0) etpourtd[aT;T], i2(t): I2max—F(t—0(T) avec
1 2
Lo=m? My (v,) :$ IVL(t)mt:é[mVexaT—st(T—aT)] =maVe-Vs(l-a)
u
a
En régime permanent gv = 0 donc Vs= mvel_ ol




